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w glab powloka blyszczaca
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Przedmiotem wynalazku jest kapiel do niklo-
wania z polyskiem o wysokiej zdolnosci krycia w
glagb powloka blyszczaca.

Znane kapiele do niklowania typu Wattsa oparte
na siarczanie niklowym, chlorku niklowym oraz
kwasie borowym, pracujg przy niskich gesto$ciach
pradu w zakresie 0,2—0,8 A/dm? daja powloki ma-
" towe i dla uzyskania polysku wymagaja polerowa-

nia.

W celu uzyskania bezpoSrednio z kapieli powlok
niklowych blyszczacych, do kapieli dodaje sie sub-
stancje blaskotwoérecze, w ktorych musza sie znaj-
dowaé przynajmniej dwa rodzaje substancji okre-
siane jako no$niki polysku i wyblyszczacze.

Do nosnikéw polysku zalicza sie zwigzki orga-
niczne posiadajgce w czasteczce grupe = C—SO,,

- a wiec sulfokwasy lub ich sole, sulfonoamidy i
sulfoimidy.

Jako wyblyszczacze stosuje sie na przyklad
alkohole acetylenowe, zwigzki z azotem w pier-
$cieniu jak pirydyna, chinolina, kumaryna.

Jako$é powlok otrzymywana z tych kapieli cha-
rakteryzuje sie malg zdolnoscia krycia w glgb po-
wlokg blyszczgcg, trudnoscig pokrywania detali ¢
profilowanych powierzchniach a ponadto znaczng
toksyczno$cig kapieli z uwagi na obecno$é forma-
liny.

Celem wynalazku jest opracowanie kgpieli, kté-
ra mialaby duza zdolno$§é krycia w glab powloka
blyszczacq oraz wysoka zdolno$§é wygladzajacg w
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zakresie niskich gestosci pradu, a ponadto byla
mniej toksyczna.

Istota wynalazku polega na tym, ze do kapieli
wprowadza si¢ jako substancje blaskotwoércze, sél
sodowg kwasu naftaleno 1, 3, 6 tréjsulfonowego
w ilosci 0,1—10 g/l, imid kwasu sulfobenzoesowego
w ilosci 0,1—10 g/l, kwas mréwkowy w iloSci
0,2—0,8 g/l oraz formylobutindiol lub produkty je-
go hydrolizy w iloéci 0,1—10 g/l

Zaletg kapieli wedlug wynalazku jest to, ze ma
wyzszg zdolno$é Kkrycia w glgb powloka blyszcza-
cg oraz wyzszg zdolno§¢é wygladzajaca w zakresie
niskich gestoSci prgdu, co umozliwia lepsze po-
krywanie detali o profilowanych powierzchniach.
Ponadto kapiel moze pracowaé w szerszym za-
kresie temperatur 20—55°C i jest mniej toksyczna
poniewaz nie zawiera formaliny.

Przyklad Sporzadza sie kapiel o skladzie:
siarczan niklowy NiSO,.7H,O w iloSci 300 g/,
chlorek niklowy w iloSci 80 g/l, kwas borowy
H3BO; w iloSci 40 g/l, siarczan magnezu MgSO, .
« TH,0O w iloSci 60 g/l, s61 sodowa kwasu nafta-
leno 1, 3, 6 tréjsulfonowego w iloSci 2 g/l, imid
kwasu sulfobenzoesowego w iloSci 9 g/l. Kwas
mréwkowy w iloSci 0,7 g/l oraz formylobutindiol
lub produkty jego hydrolizy w ilo$ci 0,3 g/l. Kgpiel
pracuje przy pH w granicach 3,5—5,0, temperaturze
35—55°C i przy gestoSci pradu 0,2—12 A/dm? Ni-
klowano detale o profilowanych ksztaltach. Stwier-
dzono podwyzszong zdolno§é krycia w gigb powlo-
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kg blyszczgcg oraz wyzsza zdolno$é wygtadzania
w zakresie niskich gesto$ci pradu.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel do niklowania z polyskiem o wysokiej
zdolno$ci krycia w glagb powlokg blyszczgcs, po-
siadajaca no$niki polysku do ktdérych zalicza sie
zwigzki organiczne posiadajgce w czasteczce gru-
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pe C — SO, i wyblyszczacze, zwlaszcza pochodne
butindiolu, zmamienna tym, ze do kgpieli wpro-
wadza sie jako substancje blaskotwoércze sél so-
dowg kwasu naftaleno 1, 3, 6 tréjsulfonowego w
ilosci 0,1—10 g/1, imid kwasu sulfobenzoesowego w
ilosci 0,1—10 g/, kwas mréwkowy w ilosci 0,2—0,8
g/l oraz formylobutindiol lub produkty jego hy-
drolizy w ilosei 0,1—10 g/l.
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